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BiI3結晶の吸収端にみ られる励起子遷移､先ず､母体励起子 として (Ⅰ)間接励起子､

(ⅠⅠ)直接励起子 川rbach尾部 )､また､種一々 の積層不整効果により生 じる(ⅠⅠⅠ)ポ リタイ

プ励起子P.(ⅠⅤ)結晶成長時に生 じる2次元界面の積層欠陥励起子 ;也.R.S,T.(†)変形で誘起

される励起子 ;Vの種 々の励起子遷移に対 して47Tまでのバ)t,ス強磁場下で磁気光スペク ト

ルを測定 した｡測定系の分解能を上げ(0.7Å)､積層方向 Z軸､磁場B,偏光方向Eの様々

な配置に対する より詳細な測定を行い､これら種 々の励起子遷移の磁気光効果の総合的比

較､検討を行った｡図 1は積層欠陥励起子Q.R.S.T lB//Z】及びlP⊥Z】配置での､また､図

2は間接励起子の【B⊥Z,k⊥Z】配置に於けるtEMz】,托 ⊥Z】配置の磁気吸収スペク トルの

磁場依存性の一例である｡これらの励起子の磁場効果で特徴的なことは､磁場によるシフ

ト及び振動子強度の増大が共に磁場の2乗に､比例するということである｡母体励起子に開

しては､Bi-イオンの6S2-6S6p遷移を基本

とするカチオン励起子遷移モデルにおける

吸収端の4準位 ¢6i(x+iyl,o l0i(x-iy).

中.i(tri.pleも),¢3itz)の一次のゼ一一マン

(軌道及びスピン)効果 として､●また､種

々の積層不整効果により生 じる二次元励起

子は ､ ､母休の励起子状態が､種々の積層不

整による特徴的なポテンシャルによって摂

動を受け､それらが更に磁場効果を受けた

ものとして統
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図 1.二次元界面に捕 らわれた積層欠陥励

起子Q､R､S.Tの磁気光スペク トル′
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図2.磁場誘起型間接励起子の磁気光スペク トル

-22-

2.8I.8


